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致力于成为世界知名的 
半导体分立器件供应商

丰富行业经验

30+Years

员工人数

1200

占地面积

40,000m2

注册资金/人民币

128,400,000

国际汽车电子协会成员

AEC



沿革历程

1964-2006年

1964-常州无线电元件七厂成立

1985-引进国内第一条塑封二极管

生产线

1994-常州银河电器有限公司成立

2006-2018 年

2006-香港主板上市：HK0527

      常州银河世纪微电子有限公司成立

2015-规模化生产车规产品

2018-正式加入国际汽车电子协会元件

技术委员会

2018-2023 年

2021-上海科创板IPO 

股票代码：688689

2022-发行可转债，用于车规级半导体器件产业

化项目

2021 年

12吋MOS晶圆流片成功

2014 年

8吋MOS晶圆流片成功

1994 年
投资4吋晶圆生产线

2006 年

投资6吋晶圆生产线



集团工厂

地址：江苏省常州市新北区长江北路

19号

成立时间：2006年

厂房面积：28618.44平方米

主要产品：二极管、三极管、

MOSFET、桥 堆、光耦、模拟IC 等

平面工艺晶圆线（6吋）

常州银河世纪微电子股份有限公司
地址：

常州新北区河海西路168号+巢湖路208

号

成立时间：1994年

厂房面积：15348.34平方米+8397平方

米

主要产品：塑封轴向二极管、玻璃封装

二极管

玻璃钝化工艺晶圆线（4吋）

子公司：常州银河电器有限公司 新晶圆厂（筹备中）

海外基地（布局中）



企业
荣誉

江苏省名牌产品 ◎

◎ 国家“专精特新小巨人” 企业

◎ 江苏省片式半导体分立器件工程技术研究中心

◎ 江苏省半导体分立器件芯片
   及封装工程技术研究中心

◎ 浙江大学常州工业技术研究院
   产学研基地

江苏省绿色工厂 ◎

中国驰名商标 ◎

◎ 江苏省认定企业技术中心

常州市守合同重信用企业 ◎

苏南国家自主创新示范区瞪羚企业 ◎

江苏省高新技术产品 ◎
◎ 江苏省半导体行业协会理事单位

中国半导体行业功率器件十强企业 ◎



60余年半导体行业制造经验

净化车间面积5万m2

公司员工人数超千人，服务团队超百人

研发团队由近200名专业技术人员组成

2020年至今累计研发投入上亿元

车规级产线投资5亿多元，实验室投资上亿元

CNAS标准实验室投资超亿元

已获得国家有效专利350项，其中发明专利25项

掌握20多个门类、100多种封装外形产品的设计与制造工艺

量产9000多个规格型号的分立器件

细分行业内分立器件品种最为齐全的领先企业

科创板上市公司，股票代码: 688689

IDM经营管理模式

国内首家半导体分立器件AEC会员单位

国家专精特新“小巨人”

高新技术企业

累计服务1000+用户

客户包含近30家五百强企业

荣获BYD等20+知名客户颁发的优秀供应商

证书

荣获 CNAS 证书

产品覆盖全国30多个省份及海外50+国家

TVS、稳压二极管全国销量遥遥领先

功率器件年销量30亿只

车规级产品销量连续3年200%增长

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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◎

◎

◎

◎

◎

◎

数字银河



组织架构

股东大会

市场
营销部

研发
管理部

品质
管理部

财务
管理部

综合
管理部

半导体芯
片事业部
(SWD)

微型器件
事业部
(MSD)

功率器件
事业部
(PSD)

轴向器件
事业部
(ASD)

董事会

总经理



主要产品

公司专业从事半导体器件设计、芯片制造、封装测试、销售及服务。

MOSFETs     AEC-Q101 Partially (<100V)

Small Signal MOSFET

L/M Voltage Power MOSFET
◎ MOSFET  (12V-250V) 
◎ Dual MOSFETs (20V-100V)

High Voltage Power MOSFET
◎ VD MOSFET (400-1500V)
◎ Super Junction MOSFET 

MOSFETs     AEC-Q101 Partially (<100V)

SiC MOSFETs

 ◎ SiC MOSFET  650/1200V

GaN HEMT
 
◎ GaN HEMT  650V

Protection Devices     AEC-Q101 

Surge Protection 
◎ TVS
IEC 61000-4-5

ESD Protection
◎ Zener
◎ ESD Diode/Array
IEC 61000-4-2

TPA

Protection Devices   AEC-Q101 

IPM

◎ SOP23H/DIP23H(IC+HV MOSFET/IGBT)
◎ 500V-650V  2A-5A

Field 
StopTrench

IGBT

◎ Discrete
◎ 5A-50A
◎ 600/650V   1200V - 1350V 

Rectifying Devices     AEC-Q101 

Diode / Rectifier 
◎ Bridge Rectifier (low VF)
◎ General Purpose
◎ Fast Recovery
◎ Ultra Fast
◎ Super Fast
◎ Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)

Schottky Diode / Rectifier
◎ Planar SKY (30 ~ 250V)
◎ Trench SKY (20 ~ 250V)
◎ Planar MOSFET-SKY (150 ~ 300V)
◎ SiC Schottky  650V/1200V

Small Signal Diode
◎ Switching Diode
◎ Schottky Diode

RF Diode
◎ PIN Diode
◎ Schottky Diode

Transistors     AEC-Q101 

◎ Bipolar Junction Transistor
◎ Digital Transistor
◎ RF Transistor

Analog ICs 

◎ Linear Regulator
◎ LDO
◎ Voltage Reference

Opto-electronic Devices

◎ Opto-coupler
    DIP/SOP4 
    LSOP4 (Long Creepage)
◎ LED

SuperPlanar®SuperPlanar®

Trench 
& SGT

Deep Trench
Multi-epi



Wire Bonding Product Line

PDFN3×3-8L

TO-252

DFN3020

SOT-143

SOP-8

PDFN3×3-
8LC

PDFN5×6-8L PDFN5×6-
8LC

TOLL DFN8080

TO-263 TO-220 ITO-220 TO-247-2L/3L TO-247-4L

DFN2510 DFN2020 DFN1010 DFN1006 DFN0603

SOT-323 SOT-89 DIP-4L SOP-4L LSOP-4L

SOD-
123/323/523

SOT-563/723 SOT-23/3L/6L SOT-363/523 SOT-223



Clip Bonding Product Line

PDFN5×6-8L

GBS

SOD-123FL / T

SMA

PDFN5×6-8L
双面散热

SOD-323HE SOD-323T DO-218 TO-277B

GBL GBU KBJ GBJ TDF

3SPB 5SPB LB MBF TBF

SMB SMC SMAF SMBF SMCF



Axial Welding Product Line

A-405

A-405F

DO-41

DO-15

DO-15B

DO-15L

DO-27

DO-27S

R-1

R-3

R-6

DO-34

DO-35

DO-41G

MELF MINI-MELF



Road Map

CSP 0603
(H≤0.2mm)

more DFN Packages
(1.6x1.0; 1.6x1.6; 2.0x2.0; 8x6; 3.8x1.0)

DFN0603 (H=0.3mm)

功率化

FlipCSP 0603
(H≤0.2mm)

WLCSP ESD, SKY, MOSFET,LDO
Bump Technology

微型化

Planar TVS
PPP_MAX= 8kW

SiC JBS
1700V 40A

DFN3X3 / DFN5X6
(Cu wire & Ribbon)

DFN5x6
Dual-Cooling

Power MOSFET
DFN5x6

TO-220 / 252
150~200V; 8~60A

15~300m

SJ MOSFET
TO-220 / 247

TO-251 / 252 / 263
DFN8x8

600~900V; 2.5~53A
0.07~3.5

SiC JBS
TO-220 / 247 / 252
0.65~1.2 kV; 2~40A

IPM   500V-650V
 2A-5A SOP23H

DFN8x8
SiC Schottky / HV MOSFET

SOD-323T 
Diodes

DFN3x3 / 5x6
Clip Bonding

MOSFET in TOLL with lower Rdson

IGBT
5-200A

650-1200-1500V 

Automotive DFN5X6
 Trench MOS Schottky

Three Phase Bridge
20A -35A

1200-1600V

TO-247
FRED/ Schottky/ HV MOSFET

 Gallium Nitride (GaN)
HEMT / MOSFET

IGBT  Automotive

High Voltage MOSFET  Automotive

SiC MOSFET
650V/1200V/1700V

量产

试产

规划



MOSFETs Roadmap

20V - 30V 
Platform

40V Platform

60V Platform

80V - 100V 
Platform

1. 8 inch fab, Small signal SOT series 
package products；
2. 8 inch fab, Trench, Rdson can reach a 
minimum of 2.5mΩ；
3. Full range of automotive products

1. 12 inch wafers fully replace the original 8inch product series; 
2. Complete all series products
3. Increase ESD protection series products;

1. Rdson 40mΩ~1.4mΩ Trench&SGT products
2. Dual channels MOSFET products
3. Automotive grade certification

1. Complete 12inch SGT MOSFET series (including more standard level Vth products) 
2. Complete Rdson=0.5mΩ/0.7mΩ/0.8mΩ/1mΩ... Such as PDFN5X6,TO series 
package product development and automotive grade certification. 
3. Increase the PDFN5X6 dual-cooling packaging series

Rdson 115mΩ~3.1mΩ Trench&SGT products Rdson 1mΩ~3mΩ 12 inch wafer products 
(including automotive grade certification);

500V - 1700V
HV Platform

Rdson 240mΩ~4.2mΩ Trench & SGT products
1. Further optimize FOM=Rdon*Qg and upgrade to Galaxy's 2rd Gen SGT products; 
2. 1.4mΩ~3.9mΩ, TOLL, TO263-7 package products (including automotive grade  
certification);

1. Self-built 6/8 inch wafer production line to complete a full series of products ranging from 500V to 800V; 
2. Complete 1000V~1700V special process series products;



AEC-Q101 MOSFET Competitive Advantage

     Power MOSFET
▶Wide Range of Wafer 
Process Technology
Ø Trench MOSFET
Ø SGT MOSFET
Ø Planar VD-MOSFET
Ø Super-Junction MOSFET
Ø GaN E-HEMT

▶Wide Range of 
Package Process 
Technology
Ø Conductive adhesive 

process
Ø Tin process
Ø Solder process
Ø Ball bonding process
Ø Welding process of 

aluminum wire
Ø Aluminum strip process
Ø Clip process

▶Capacity and Supply 
Security
Galaxy’s MOSFET products 
are R&D independently, with 
strong production capacity 
from wafer to package, and 
has realized mass production 
of 12-inch MOSFET wafers, 
which can ensure the 
maximum security of supply.

▶Flexibility
Galaxy has flexible supply 
chain planning, stocking and 
order adjustment to cope 
with demand fluctuations. 
We provide external storage 
resource allocation in case of 
emergency.

Package technology of Power MOSFET

Aluminum wire bonding process Aluminum tape bonding process Clip process
High Efficiency Design

A

Secure Supply Chain

B

Copper wire bonding process



晶圆技术

常州

◎ GPP 生产工艺

◎ Planar 生产工艺

◎ Trench 生产工艺 (新晶圆厂规划中)

◎ SGT 生产工艺 (新晶圆厂规划中)

◎ Multi-epi 生产工艺 (新晶圆厂规划中)

◎ SiC 晶圆 生产工艺 (新晶圆厂规划中)

杭州

◎ 浙江创芯集成电路 ICSprout12吋

 (55nm制程)战略合作

封装技术

常州

◎ 微型贴片器件

◎ 功率器件/模块

◎ 光电器件

◎ 射频器件

◎ 宽禁带SiC/GaN器件

芯片研发

上海

◎ 中高压MOSFET芯片

◎ IGBT芯片

台湾

◎ Trench肖特基芯片

◎ 低压MOSFET芯片

◎ IC芯片

上海

常州

杭州

台湾

研发布局

在常州、杭州、上海、台湾设有研发中心
拥有多支经验丰富的研发团队，致力于MOSFET芯片，IGBT芯片，IC芯片，第三代宽禁带半导体碳化硅(SiC)、氮

化镓(GaN)等产品的芯片设计开发工作，并利用当地的半导体制程完成芯片的流片。



产业链布局及应用

Wafer FAB

Reliability Test

Application Test

Sales

Diode  
Wafer

银河微电

4 Inch/5 Inch/6 Inch

MOSFET 
Wafer

世界先进 8 Inch    
上海华虹 8 Inch
浙江创芯 12 Inch
银河微电  自建 6/8Inch

Assembly Manufacturing 
& Sales

Application

Service

BJT 
Wafer

银河微电 6 Inch

• Automotive 
Lighting

• Intelligent 
Cockpit

• ADAS
• BMS
• Body Electronics
• Thermal 

Management
• Powertrain & 

Safety
• Electrification

100% 
银河微电

自产

Chip R&D

Package R&D

Product R&D

Failure Analysis



公司产能

280 340 400 450 450 500 550 600 800400 500 600
800

1200
1450 1510 1610

2000

680 600 450
350

250
250 250

250

250

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

产能 (KK/M)

功率器件 微型器件 塑封轴向



客户群

家电

能源动力

网络通信

工业自动化

汽车电子

电脑及周边



21.4, 22%

16.5, 17%

6.8, 7%
12.6, 13%

17.5, 18%

10.7, 11%

11.6, 12%

ALLOCATION OF SALES BY MARKET 2023

Household appliances

Resources & Power

Netcom

Industrial Automation

Automotive

Computer and surrounding

Others

10.5, 60%
4.4, 25%

2.6, 15%

ALLOCATION  OF  SALES  BY AUTOMOTIVE 
PRODUCT

MOSFET

DIODE

BJT

营收状况



品质管控:国际认证证书



品质管控:国际认证体系

VDA6.3:2023版

计划于2024年取得VDA6.3证书

2023年8月已进行VDA6.3培训，
30人拿到VDA6.3内审员证书

2024年

QC080000
QC080000:2017
(2021-2024)

2021年

ISO50001
ISO50001: 2018
 (2020 ~ 2026)

2018年

IATF16949
IATF16949: 2016 
(2018 ~ 2024)

2016年

2015年

ISO9001
ISO9001: 2015
 (2018 ~ 2024)

ISO14001
ISO14001: 2015 
(2017 ~ 2026)

2013年

GB/T29490
GB/T29490-2013
(2016 ~ 2025)

2009年1994年

ISO9002
ISO9002: 
1994
 (1997 ~ 2003)

TS16949
TS16949: 2002 (2007 ~ 2010)
TS16949: 2009 (2010 ~ 2018)

2002年

AEC-
Q101

以“客户需求为关注焦点”，全面贯彻国际标注化管控体系，充分运用APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC、
DOE、PAT、SBL、SYL等工具，全方位管控产品实现的各个过程环节，确保提供客户满意的产品和服务。



设计预防

品质管控
PAT管理

在TMTT导入PAT管理工具，剔除临界风险产品，
大幅度降低产品早期失效。

PAT定义

二极管: 

VF、IR、VR

三极管：

ICBO、ICEO、VCES、VBES、hFE

MOSFET：

IDSS、IGSS、RDS(ON)、VSD、V(TH)

测试分选机中的Bin箱 实例

品质源于设计：产品研发严格遵守APQP管理流程，充分运用FMEA、
DOE、防呆等管理技术，从源头确保品质。



制程监控品质管控

关键质量控制点推行MSA、SPC统计技术，
设置限度样品、标准样品管理，制程品质实时监控。

管控项目 管控方法 检验设备

芯片厚度 Xbar-R控制图 厚度测试计

氧化层膜厚 Xbar-R控制图 膜厚仪

光刻胶膜厚 Xbar-R控制图 膜厚仪

划片刀痕宽度 Xbar-R控制图 测量显微镜

点胶直径 Xbar-R控制图 测量显微镜

焊线拉力 Xbar-R控制图 DAGE4000测试仪

焊球厚度 Xbar-R控制图 测量显微镜

线弧高度 Xbar-R控制图 测量显微镜

镀层厚度 Xbar-R控制图 镀层测厚仪

站立高度 Xbar-R控制图 投影仪

编带拉力 Xbar-R控制图 剥离强度测试仪



我们拥有经验丰富的专业人员，齐全的检测、试验与分析设备。

产品及过程监控设备

◎ 在制产品结构分析  ◎ 封测产品结构分析  ◎ 产品电性能测试

可靠性试验设备

◎ 环境及机械耐受能力  ◎ 寿命加速试验

应用模拟试验设备

◎ 产品电性能  ◎ 应用模拟分析  ◎ 失效分析

SEM扫描仪 SAM扫描仪 X-RAY检测仪

功率器件测试仪 焊线拉力测试仪 光学显微镜

研磨仪 激光开封机 易焊性分析仪

寿命试验箱 恒流老化箱 高温反偏试验箱

冷热冲击试验箱 高压蒸煮试验台 高加速应力测试仪

间歇寿命测试仪 回流焊 波峰焊

雷击试验仪 振铃试验仪 ESD测试仪

T3STER瞬态电
阻测试器

可编程交流/直
流电源

直流可编程电子
负载

示波器 红外热成像仪 电路在线测试

品质管控 试验与分析



可靠性试验参考标准：AEC-Q101-E版

实验室通过ISO17025认证：

品质管控 试验与分析



可靠性试验参考标准：AEC-Q101-E版

合作的第三方实验室：

实验室目前可独立可完成
AEC-Q101
AEC-Q006

品质管控 试验与分析



外观检查 电性检查       无损分析           有损分析        内部分析

l X-RAY：观察内部焊接
及打线情况

l C-SAM：观察元器件内
部分层情况

l 元器件参数测试
l IV曲线测试

l Cross-Section
l 激光开盖
l 化学开盖

l SEM：芯片结构分析
l 元素成分分析

l 印字、外观检查

品质管控 试验与分析



持续提升



常州北站(高铁)
常州火车站

G42沪蓉高速
常州/薛家出口

常州奔牛机场
无锡硕放机场
南京禄口机场
上海虹桥/浦
东机场

100公里 160公里

薛家高速出口

常州高速出口

常州高铁北站

地理位置




